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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyPE 03)03 131 

I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anme/deamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, geiten im Rahman dieses Berichts als 'ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Andeningen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 



1 -21 in der ursprunglich eingerelchten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-14 eingegangen am 1 3.01 .2005 mil Schreiben vom 1 2.01 .2005 
Zeichnungen, Blatter 

1, 2, 4-10 in der ursprunglich eingerelchten Fassung 

3 eingegangen am 04.12.2003 mit Schreiben vom 04.12.0203 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache. in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfOgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung. die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1 (b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undADder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undA>der Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten Ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden Ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Infonmationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03yD31 31 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen GrOnden nach Auffassung der Behorde Ober den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punlct 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen,) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatlgkeit und der 
gewerbiichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-14 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-14 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-14 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unteriagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/031 31 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US 2002/130354 A 1 
D2: US-A-4 996 574 

D5: SLEIGHT J W ET AL: 'DC AND TRANSIENT CHARACTERIZATION OF A 
COMPACT SCHOTTKY BODY CONTACT TECHNOLOGY FOR SOI 
TRANSISTORS' IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE INC. 
NEW YORK, US, Bd. 46, Nr. 7, Jul! 1999 (1999-07). Seiten 1451-1456, 
XP000928441 ISSN: 0018-9383 

D6: HWANG J M ET AL: Premature breakdown in non-fully depleted 

SOI/MOSFETs with body-tied-to-source structure* SOI CONFERENCE, 1991. 
PROCEEDINGS, 1991., IEEE INTERNATIONAL VAIL VALLEY, CO, USA 1-3 
OCT. 1991. NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, 1. Oktober 1991 (1991-10-01), 
Seiten 34-35, XP01 0052868 ISBN: 0-7803-0184-6 

2. Anspruche 1 und 10 definieren die Anordnung des Substratbereiches beziiglich der 
Bereiche und Schichten nicht klar (Art. 6 PCT und Art. 34(2)PCT). Die Deckflache 
und die relative Anordnung des Verbindungbereiches und der Isolierschichten wurde 
nur im Zusammenhang mit einem quaderformigen Substratbereich in der 
urspriinglichen Annneldung offenbart (siehe Seite 9, Zeilen 13-22 und Figuren). Diese 
Anordnung ist nur klar wenn in Anspruch 1 und 10 ein quaderformlger 
Substratbereich mit Deckflache und Seitenflachen definiert wird. Im Folgenden 
(Punkt 3 und 4) wird deshalb ein quaderformiger Substratbereich mit sechs 
Seitenflachen und einer Deckflache wie in den Anordnungen der Figuren gezeigt, 
angenommen. Zudem ist in Anspruch 1 nicht klar auf was sich "der" in Zeile 24 
bezieht (es wird angenommen, daB sich "der" auf den Verbindungsbereich bezieht 
und nicht auf "den Teil" In Zeile 23. 

3 Der Gegenstand der Anspruche 1 und 1 0 unterscheidet sich von der Anordnung in 
D1 dadurch, daB der leitfahige Verbindungsbereich (28) der eine Metallverbindung 
enthalt oder aus einer Metallverbindung besteht, einen Teil der Deckflache des 
quaderformigen Substratbereiches bedeckt, wobei der Teil der Deckflache des 
quaderformigen Substratbereiches den Substratbereich zwischen den zwei 
Isolierschichten und zwischen den beiden Steuerbereichen bedeckt. 



Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/031 31 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Substratverbindungen zu Silizid-Source-Regionen mittels p+ Regionen sind zwar 
bekannt (siehe z.B D5 oder D6), jedoch stellen diese p+ Regionen nicht einen 
zwischen den Isolierschichten erstreckenden Verblndungsbereich dar, der ein Metall 
Oder eine Metallverbindung enthalt, wie in Anspmch 1 definiert. 

D2 (siehe Fig. 4 und dazugehorige Beschreibung) offenbart einen MOSFET mit einer 
Gate-Elektrode, welche sich uber die Deckflache erstreckt. 

Anspruche 2-14 beziehen sich auf Anspmch 1. 

Der Gegenstand der Anspruche 1-14 ist deshalb neu und erfinderisch (Art. 33(2) 
PCT, Art.33(3) PCT). 

4 Der Gegenstand der Anspruche 1-14 is offensichtlich gerwerblich anwendbar. 
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Patentanspruche 



1. Integrierter Feldef f ekttransistor (10), 

mit einem Substratbereich (14), der umgeben ist: 

von zwei Anschlussbereichen (16, 18), wobei der eine An- 

schlussbereich (16, 18) ein Sourcebereich (16) und der andere 

Anschlussbereich (16, 18) ein Drainbereich (18) ist, 

-vxxn zv.ej an ei nan.dejc_aejae.n.ub.e.rJ.ijejaendje.n_Sj5Xt^^^ de s Substrat- 

bereiches (14) angeordneten elektrisch isolierenden Isolier- 
schichten (100, 102), an denen Steuerbereiche (20, 22) an- 
grenzen, 

von zwei elektrisch isolierenden Bereichen (12, 110), 
wobei die Isolierbereiche (12, 110) an einander gegenviberlie- 
genden Seiten des Substratbereiches (14) angeordnet sind, 
und von einem elektrisch leitfahigen Verbindungsbereich (28) 
Oder einem Teil (230) eines elektrisch leitfahigen Verbin- 
dungsbereiches , der eine elektrisch leitfahige Verbindung 
zwischen dem einem Anschlussbereich (16) und dem Substratbe- 
reich (14) herstellt, 

wobei der leitfahige Verbindungsbereich (28) eine Metall- 
Halbleiter-Verbindung enthalt oder aus einer Metall- 
Halbleiter-Verbindung besteht, 

wobei ein Teil einer Deckflache des Substratbereiches (14) 
von dem Verbindungsbereich (28) bedeckt wird, der sich weiter 
iiber eine Deckflache des Sourcebereiches (16) erstreckt, 
und wobei der Teil der Deckflache des Substratbereiches (14) 
den Substratbereich (14) zwischen den zwei Isolierschichten 
(100, 102) und zwischen den beiden Steuerbereichen (20, 22) 
bedeckt . 

2. Feldef f ekttransistor (10) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , dass der leitfahige Verbindungsbe- 
reich (28) aus einem Silizid eines Metalls mit einer Schmelz- 
temperatur groBer als 1400 Grad Celsius und/oder einem 
Ref raktarmetallsilizid oder einem Seltenerdmetallsilizid be- 
steht . 



3. Feldeffekttransistor (10) nach Anspruch 1 oder 2, d a - 
durch gekennzeichnet, dass die Isolierschichten 
(100, 102) zum Isolieren der Steuerbereiche (20, 22) vom Sub- 
stratbereich (14) eine Isolierstarke von mindestens fiinfzehn 
Nanometern Oder mindestens zwanzig Nanometern haben, 
und/oder dass der Abstand zwischen den Anschlussbereichen 
(16, 18) mindestens 0,3 Mikrometer Oder mindestens 0,4 Mikro- 

mete-i^-JD-atr-a-gi-, . '. 

und/oder dass ein Anschlussbereich (16) Oder beide Anschluss- 
bereiche (16, 18) einen flachen Dotierprof ilgradienten haben, 
welcher eine Schaltspannung mit einem Betrag groBer als funf 
Volt Oder groBer als neun Volt oder gr5Ber als funfzehh Volt, 
jedoch vorzugsweise kleiner als dreiBig Volt oder kleiner als 
zwanzig Volt zulasst. 

4. Feldeffekttransistor (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekenn.zeichnet, dass ein 
Isolierbereich (12) Bestandteil einer Isolierschicht ist, die 
eine Vielzahl von Feldef f ekttransistoren (10) tragt, 
und/oder dass die Isolierschicht Siliziumdioxid enthSlt oder 
aus Siliziumdioxid besteht, 

und/oder dass der andere Isolierbereich (110) Teil einer Iso- 
lierschicht (110) ist, die eine Vielzahl von Substratberei- 
chen (14) isoliert, vorzugsweise eine Silikatglasschicht . 

5. Feldeffekttransistor (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekenhzeichnet, dass der 
Substratbereich (14) ein vorzugsweise einkristallines Halb- 
leitermaterial enthalt und/oder gemaB einem Leitungstyp do- 
tiert ist und dass die Anschlussbereiche (16, 18) gemaB dem 
anderen Leitungstyp dotiert sind. 

6. Feldeffekttransistor (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Steuerbereiche (20, 22) elektrisch leitfahig miteinander ver- 
bunden sind. 



7. Feldef fekttransistor (10) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Substratbereich (14) sechs Seitenf lachen enthalt oder dass 
der Substratbereich (14) sechs Seitenf lachen hat, 

und/oder dass die Anschlussbereiche (16, 18) an einander ge- 
genuberliegenden Seiten des Substratbereiches (14) angeordnet 
sind, 

und/oder dass die Steuerbereiche (20. 22 ) an einande.r_ae.ae.D.U:^ 
berliegenden Seiten des Substratbereiches (14) angeordnet 
sind. 

8. Verwendung eines Feldef fekttransistors (10) nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, 

zum Schalten von Spannungen mit einem Betrag grofier als gro- 
Ber als neun Volt oder groBer als funfzehn Volt, vorzugsweise 
jedoch kleiner als dreiliig Volt. 

9. Verwendung eines Feldef fekttransistors nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, als Ansteuertransistor an einer Wort- 
leitung (372, 388) oder einer Bitleitung (396) eines Spei- 
cherzellenf eldes (330), eines Flash-Speichers oder eines 
EEPROM-Speichers, 

wobei der Ansteuertransistor eine Steuerspannung an die Wort- 
leitung (372, 388) oder an die Bitleitung (396) anlegt . 

10. Verfahren zum Herstellen eines Feldef fekttransistors (10) 
nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

mit den ohne Beschrankung durch die angegebene Reihenfolge 
ausgef iihrten Verf ahrensschritten: 
Bildung eines Substratbereiches (14), 

Bildung zweier Anschlussbereiche (16, 18) am Substratbereich 
(14), wobei der eine Anschlussbereich (16, 18) ein Sourcebe- 
reich (16) und der andere Anschlussbereich (16, 18) ein 
Drainbereich (18) ist, 

Bildung zweier an einander gegenuberliegenden Seiten des Sub- 
stratbereiches (14) angeordneter elektrisch isolierender Iso- 
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lierschichten (100, 102), an denen Steuerbereiche (20, 22) 
angrenzen, 

Bildung eines elektrisch leitfahigen Verbindungsbereiches 
(28; 28a, 230), der den einen Anschlussbereich (16) und den 
5 Substratbereich { 14 ) elektrisch leitfahig verbindet, 

wobei der leitfahige Verbindungsbereich (28) eine Metall- 
Halbleiter-Verbindung enthalt oder aus einer Metall- 

Halbleiter-Verbindung besteht , , 

Einebnen der Oberflache durch chemisch-mechanisches Polieren 

10 nach der Bildung der Steuerbereiche (20, 22), und 

Ruckatzen der Steuerbereiche (20, 22) nach. dem Polieren • 
und Ausfuhren eines selbst justierenden Verfahrens zur Bildung 
der Metall-Halbleiter-Verbindung, wobei in den ruckgeatzten 
Bereichen und auf dem Substratbereich (14) und auf einem An- 

15 schlussbereich (16) eine Metall-Halbleiter-Verbindung erzeugt 
wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Anschlussbereiche (16, 18) und/oder 

20 der Substratbereich (14) auf Sili ziumbasis aufgebaut ist, 

und/oder dass der Verbindungsbereich (28) ein Silizid enthalt 
Oder aus Silizid besteht, 

und/oder dass der Verbindungsbereich mit einem selbst j ustie- 
renden Verfahren erzeugt wird, bei dem ein Metall, insbeson- 

25 dere ein Metall mit einer Schmel ztemperatur groBer 1400 Grad 
Celsius und/oder ein Ref raktarmetall, abgeschieden wird, das 
an Halbleiterbereichen eine Metall-Halbleiter-Verbindung bil- 
det, insbesondere an siliziumbasierten Bereichen ein Silizid, 
und/oder bei dem das Metall in Bereichen entfernt wird, in 

30 denen Metall-Halbleiter-Verbindung gebildet worden ist, ins- 
besondere kein Silizid. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 Oder 11, gekennzeich- 
net durch die Schritte: 

35 Bereitstellen eines SOI-Substrats (12), 



Strukturieren des Siliziums des SOI-Substrats, wobei Bereiche 
stehen bleiben, in denen der Substratbereich. (14) und die An- 
schlussbereiche (16, 18) angeordnet warden sollen, 
Bildung der Steuerbereiche (20, 22) nach dem Strukturieren, 
5 und/oder Auffullen von freien Bereichen zwischen den stehen 
gebliebenen Bereichen mit einem elektrisch isolierenden Mate- 
rial (30). 



13. Verfahren nach Anspruch 12, gekennzeichnet 
10 d u r c h den Schritt: 

Einebnen der Oberflache nach dem Auffullen. 

14 . Verfahren nach Anspruch 13, gekennzeichnet 
d u r c h die Schritte: 
15 Ausfuhren eines selbst justierenden Salicid-Verf ahrens zur 
Bildung der Metall-Halbleiter-Verbindung . 
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